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Exercice 1 : (10 pts)
Choisir la bonne réponse,
L. Unr semi-conducteur intrinséque est:

al un semi-cornducienr non dopé,

b1 un semi-conducteoer fortement dopé,
e} o semi-conductenr aiblement dopé.
2. On dope un semi-conductewr pour:

ab susmenter s conduetivité,

bl augmmenter sa résistivité,

¢} diminuer sa conductivitg.
3. Cnooabtient un semi-conducteur de iype N en dopant le silicium avee
a) des atomes possédant 3 électrons de valence,

b e bore.

¢l indiam.
4, O abtient un semi-conductenr de 1vpe Poen dopant e silicium avee ;

a) des atomes posstdant 3 Electrons de valenece.

bl des impurctés de type donneurs.
e} le phosphore,

5. L7application d'un champ électrique de faible amplitude & un barreau de siticium engendre ;
ay o conweant <le iffasicn.

B} un courant de conduetion,

¢} un eourant de diffusion éguilibeé par un courant de conduetion,
0. La polarsation direete d'une jonction PN :
a) entraine une awgmeniation de la bauteur de barrigrs dnergdélique entre les regions P et M.

by emtraine wne diveinntion de la haoteur de barriére énereétique entre les regions I' et N,

£) niinllue pas sur la baotewr de barriére énergétique entre les regions P et N.
7o Le couranl de saluration d une diede & jonction PN :
a) ne dépend pas de la lempérature,

Iy dépend fortement de la température.

¢) dépend peu de Ja tempéralure.



8. Le terme transistor résulte de la combinaison :
a) Transzfert inductor.
b} Transtert capacitor.

¢) Transfert resistor.

. Un transistor est polarisé normalement si:
a) Les deux jonctions sont polarisées en inverse.
b} Les deux jonctions sont polarisées en direct.

¢) La jonction BE est polarisée en direct et la jonetion BC en inverse.

10, Le régime normal inversé o un transistor bipolaire est;
a) tres important.
b d'une importance mavenne,

C) sans importancee pratiguoe.

Excrcice 2 : (10 pts)
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